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り、情報通信基盤を「NGN」（ Next Generation Network、次世代ネットワーク）に関心を持っ
ている。これは、IP (Internet Protocol、インターネットプロトコル) と呼ばれる技術によって通
信網を統一的に運用するというネットワークである。IPとは、インターネットのパケット交換方式
における核となる技術である。先進国各国は、NGNに関する数多くの実験的運用を実施しており、
日本でも 2008 年 3月から世界に先駆けて商用サービスを開始している。
　一方、これまで放送網や通信網が経てきた発展の経緯に捕らわれず、社会インフラとしてある
べきネットワークを検討する新世代ネットワークの研究が進んでいる。これを NGNと区別するた
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 ライフサイエンス分野	 TOPICS	 Life Science
トピックス 1　米国 NIH の革新的でハイリスクな生物医学研究への支援
　米国における最大の医学・生物学研究の支援機関であり、生物医学系国立研究所でもある
NIH は、2008 年 9 月 9 日、研究者主導による大胆で創造性に富む研究育成のためのグラント、
T-R01(Transformative R01) の新設を発表した。従来からある研究グラントでは、ハイリスクで革新
的な研究が申請されにくい可能性があるため、申請書様式の変更や新しいピアレビュープロセスを試
行する。今後 5 年間で 2.5 億 US ドル以上を出資する予定である。ハイリスクで革新的な研究への支





という研究グラントを新設することを、2008 年 9 月
9 日に発表した。予算規模は今後 5 年間に 2.5 億 US
ドル以上と予定されている。












が、T-R01 では原則 1 つとされている。






③ T-R01 申請書の採択において、従来の NIH のピア
レビュープロセスとは異なる新しいプロセスを試行
する。NIH 研究グラントの内の 70% のピアレビュー

















　T-R01 は、2008 年 12 月 29 日 か ら 2009 年 1 月
29 日まで募集が行われ、採択の決定は 2009 年 9 月
末の予定である。研究期間は 5 年間で、1 年間最大













1)　NIH Announces New Transformative R01 Funding Program, NIH News (September 9, 2008)
2)　Transformative R01 Program：http://nihroadmap.nih.gov/T-R01/
3)　NIH Center for Scientific Review：http://cms.csr.nih.gov/
4)　“Enhancing Support of Transformative Research at the National Science Foundation”：
http://www.nsf.gov/nsb/documents/2007/tr_report.pdf
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	情報通信分野	 TOPICS	 Information & Communication






















支援ロボットの開発と量産を目的に 2004 年 6月に設立
された大学発ベンチャー企業である。生産設備や試験・
訓練室を含む研究開発センターがこの度竣工し、年間






片足用が 6kg で、これにバッテリー重量の1kg が加わ
る。リチウムポリマーのバッテリーを用い、60 分の充電
で 60 ～ 90 分の稼働が可能である。サイズは、身長に
合わせて1.5cm 単位で微調整ができる。
　販売対象は介護・福祉施設のみで、個人への販売は予




ため、ホ ムーページ 1) での個別相談にも応じている。
　このロボットスー ツ (ROBOT SUIT®) は、人間の脳
が筋骨格系を動かそうとする時に流れる微弱な生体電
位信号を皮膚表面に貼った電極パッドで検出し、増幅後
























































































































































ๆߦ ෼࡮᡼಴ߢ߈ࠆ‛૕㧕ࠍၮḰߣߒߚℂᗐ⊛ోߥ ᡼኿ࠛ ࡀ









7Science & Technology Trends   November  2008
トピックス 4　電化促進における震災時安全対策
　高齢化社会が進み、省エネ電化機器が普及していく中で、震災発生・停電復旧時の電気器具安全対
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の GENI(Global Environment 






プロジェクト ( 通称「AKARI プロ
ジェクト」) がそれにあたる 16）。
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新しい情報ネットワーク基盤の商用化と研究開発の動向
























年 9 月には 269 ギガビット / 秒で
あったものが、2008 年 5 月には



























生産総額は 2007 年には 1427 億円






























とめた 2008 年 9 月 22 日付の速
報値によると、携帯電話の利用者
は世界中に 38 億 406 万人で、そ
のうち、古い第二世代 GSM（Global 
System for Mobile）の利用者が 30




































































and Internet converged Services 






T e l e c o m m u n i c a t i o n 
Union Telecommunicat ion 
Standardization Sector）に持ち
込み、NGN として国際標準化に乗
り出した。2004 年 10 月に開催さ


























































































Online : the broadband future」が公















ばれている 3）。投資総額は 100 億
㧝㧝᦬ภ࡟ࡐ࡯࠻(╙ 9Ⓜ㧕 
ጊ↰⡸ޔ⮮੗┨ඳ 


































































࿑⴫㧠 ฦ࿖ߦ߅ߌࠆ NGN㑐ㅪߩታ㛎⁁ᴫ㧔OECDߩขࠅ߹ߣ߼ߦࠃࠆ [1]㧕 
 
 
㧞㧚㧡 ᰷☨ߦ߅ߌࠆ NGNߩዉ౉⁁ᴫ 
 
 ⧷࿖ߢߪޔ2001 ᐕߦ࿖ౝߩㅢାၮ⋚ߦ㑐ߔࠆࡆ࡚ࠫࡦߢ޽ࠆޟUK Online: the 
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㧞㧚㧢 ࠕࠫࠕߦ߅ߌࠆ NGNߩዉ౉⁁ᴫ 
 
 ࠕࠫࠕߢᦨ߽ᾲᔃߦ NGNߦขࠅ⚵ࠎߢ޿ࠆ࿖ߪ㖧࿖ߢ޽ࠆޕ 㖧࿖ߢߪ NGNߪޔBcN
㧔Broadband convergence Networkޔࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢߩࡉࡠ࡯࠼ࡃࡦ࠼ൻ㧕ߣ๭߫ࠇߡ޿ࠆޕ








߆ࠄߢ޽ࠆޕ㖧࿖ߢߪޔNGN 㑐ㅪᛛⴚߩᏒ႐ⷙᮨߪ਎⇇ో૕ߢ 1800 ం࠼࡞/ᐕߦ޿ߚࠆ
ߣ⹜▚ߐࠇߡ޿ࠆޕߔߥࠊߜࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢ㑐ㅪᏒ႐ో૕ߩ 5ഀࠍ⿧ߔ߹ߢߦᚑ㐳ߔࠆߣᗐ
ቯߒߡ޿ࠆޕ 20 
 ߹ߚޔ㖧࿖ߪ ITU-Tߦ߅ߌࠆ NGNߩᮡḰൻߦኻߒߡᢙᄙߊߩነᦠࠍ಴ߒߡ޿ࠆޕ╩⠪
図表 5　KPN におけるオール IP 化の目標と達成状況
出典：参考文献 4、5）(2006 年度末の業績発表資料による )
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の計画では、2007 年から 2011 年
の 4 年間にわたって、毎週 11 万
5 千の利用者を切り替えていく。




































































1000 倍の速度（10 メガビット / 秒



















































　 香 港 の 標 準 化 団 体
（Telecommunications Standards 
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新しい情報ネットワーク基盤の商用化と研究開発の動向
始した 7）。Next Gen NII は、当面
100 メガビット / 秒、その先には
















































































project that illuminates the path to 
the New Generation Network) プ ロ
















































(Keep It Simple, Stupid)
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新しい情報ネットワーク基盤の商用化と研究開発の動向














































る CISE (Computer & Information 










にあたる FP6 (6th Framework 
Programme) の 主 要 プ ロ ジ ェ
ク ト の 一 つ と し て、Euro-NGI
（Next Generation Internet）と
呼ばれるプロジェクトが、2003
年 よ り 実 施 さ れ、 後 継 の FP7






















































㧟㧚㧟 ᰷Ꮊߩ Euro-NGIࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ 20 
 
᰷Ꮊߢߪޔ⑼ቇᛛⴚၮᧄ⸘↹ߦ޽ߚࠆ FP6 (6th Framework Programme) ߩਥⷐࡊࡠࠫ
ࠚࠢ࠻ߩ৻ߟߣߒߡޔEuro-NGI㧔Next Generation Internet㧕 ߣ๭߫ࠇࠆࡊࡠࠫࠚࠢ࠻






















































































1）　Working Party on Telecommunication and Information Services Policies, “Next Generation Network Development in 
OECD Countries,” OECD (2005)：http://www.oecd.org/dataoecd/58/11/34696726.pdf
2)　 UK Cabinet Office, “UK Online: the broadband future,”：http://www.connectingsw.net/uploads/ukonline_1.pdf
3）　“What is 21CN?,”：http://www.btplc.com/21CN/Whatis21CN/index.htm
4）　KPN, “4th Quarter Results, 2006,”：http://www.kpn.com/upload/1863237_9475_1170923304042-KPNQ406a.pdf
5 )　KPN, “Annual Report 2006,”：http://www.kpn.com/upload/1786687_9475_1173767749534-KPN_Annual_
Report_and_Form_20-F_2006.pdf
6）　Telecommunications Standards Advisory Committee, “Overview of Next Generation Network,”：http://www.ofta.
gov.hk/en/ad-comm/tsac/ts-paper/ts2005p13.pdf
7）　Computer World, “Next Gen NII,”：http://www.computerworld.com.my/ShowPage.aspx?pagetype=2&articleid=361
4&pubid=3&issueid=86
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新しい情報ネットワーク基盤の商用化と研究開発の動向
科 学 技 術 動 向　2005年 10月号
 3CIENCE  4ECHNOLOGY 4RENDS   /CTOBER   
情報通信分野における特許の活用：ライセンスして市場をリードする
05）  ITU-T TSB Director’s Ad Hoc 
IPR Group Website：


























































































ANSI American National Standards Institute
CDMA Code Division Multiple Access
DVD Digital Versatile Disc
IEC International Electrotechnical Commission
IETF Internet Engineering Task Force
ISO International Organization for Standardization
ITU-T  International Telecommunication Union Telecommunication 
Standardization Sector

































14）　GENI（Global Environment Network Innovations） ウェブサイト：http://www.geni.net/
15）　Euro-NGI ウェブサイト：http://www.eurongi.org/
16）　AKARI プロジェクトウェブサイト：http://akari-project.nict.go.jp/

























Laser Diode）や 発 光 ダ イ オ ー ド























ある。Si や GaAs などの半導体は






GaN 系半導体は 1993 年に初めて
青色 LED（pn 接合型）が商品化さ
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真のバルクGaN 単結晶の必要性と研究開発動向
2  GaN 系半導体におけるヘテロエピタキシャル技術の限界と
        
バルク結晶の必要性
図表 1　各種半導体材料の物性値と GaN 系半導体の特徴
　（独）科学技術振興機構が作成した
「電子情報通信分野 科学技術・研








































































で 210 ～ 550nm、LD で 342 ～
488nm の波長域がそれぞれ実現さ
れている。市販されているもので
は、LED で 365 ～ 520nm、LD
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߆ࠄశࡈࠔࠗࡃ࡯ߢ↪޿ࠄࠇࠆ 1500nm ㄭߊ߹ߢߩᵄ㐳ၞߣߥࠆޕߎߩ߁ߜޔ⃻࿷ޔ⎇ⓥ5 
㐿⊒࡟ࡌ࡞ߩ⊒శ࠺ࡃࠗࠬߣߒߡޔLEDߢ 210㨪550nmޔLDߢ 342㨪488nmߩᵄ㐳ၞ߇
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߹ߚޔGaN ♽ඨዉ૕ߪޔGaAs ߦ฽߹ࠇࠆ As ߩࠃ߁ߥ᦭ኂ‛⾰ࠍ฽᦭ߒߥ޿ߚ߼ޔⅣ
Ⴚⷫ๺ᕈ߽㜞޿ޕGaߣ Nߪర⚛ᨗᷢߩ ᔨ߇ήߊޔߎࠇ߽዁᧪ߩ࠺ࡃࠗࠬ᧚ᢱߣߒߡ᦭ᦸ20 
ߥὐߢ޽ࠆޕ 















































































































基 板 上 で、 有 機 金 属 気 相 成 長
（MOVPE: Metal Organic Vapor 
Phase Epitaxy）法により、1000℃
以上の温度で数 μm 膜厚の GaN
系薄膜を成長させたものである（図















させることができた 7)（図表 4 の
タイプ B）。その後、このタイプ






きた 8、9)（図表 4 のタイプ C）。こ
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24
板剥離方法に特徴があり、サファ
イア基板上に GaN 薄膜を MOVPE
法により結晶成長させ、その上に
チタン（Ti）薄膜を蒸着した後にさ
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真のバルクGaN 単結晶の必要性と研究開発動向














サイズの液晶 TV やプラズマ TV
に比較してエネルギー消費は 1/2











タイプ A で横型デバイス注 6）であ


































50 インチ以上の大画面 TV は 2012 年にはプラズマ約 1,260 万台、液晶約 2,040 万台との試算があ
る 14)。50 ～ 55 インチクラスのプラズマ TV や液晶 TV の消費電力は 500W 前後（パナソニック社
TH-50PZ800：585W、ソニー社 KDL-55XR1：480W）であり、平均的な TV 視聴時間を 1 日当たり 4 時
間 15) とすると、50 インチ以上の TV の年間総消費電力量は 251 億 kWh となる。これがレーザ TV の
ような 200W の低消費電力の TV に置き換えられた場合には、年間 154 億 kWh の省エネルギーとなる。
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属と Ga からなる 800℃前後の混合
融液に数 10 気圧の窒素を溶解させ
て GaN 結晶を成長させる方法であ








































































































































































































(a) ࠛࡇࡃ࡞ࠢᣇᑼ㧦ᄢ㒋ᄢቇ᫪⎇ⓥቶឭଏ (b) ࡃ࡞ࠢᣇᑼ㧦㧔ᩣ㧕࡝ࠦ࡯ឭଏ
図表 7　GaN 結晶の写真（Naフラックス法）
出典：(a) 大阪大学森研究室、(b)（株）リコー



































































































のタイプ C の GaN 結晶を基板と














(3) 高効率 UV 発光素子用半導
体開発










φ 2 インチの VPE 法で成長した
GaN 基板（タイプ C）であり、そ
の基板上に Na フラックス法によ
















































(5) 米国のMURI（Multi University 
Research Initiative）プロジェ
クト
　2001 ～ 2003 年にノースカロラ
イナ大学が中心となり、“Growth 











　UCSB にある Solid State Lighting 
and Display Center（SSLDC）におい
て、安熱法により 82 日間で 5mm
サイズの結晶が得られた 24)。前述
の (2) や (3) と同様に、タイプ C
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真のバルクGaN 単結晶の必要性と研究開発動向























　「 真 の バ ル ク GaN 単 結 晶 」の















































































(a) ࠛࡇࡃ࡞ࠢᣇᑼ㧦ᄢ㒋ᄢቇ᫪⎇ⓥቶឭଏ (b) ࡃ࡞ࠢᣇᑼ㧦㧔ᩣ㧕࡝ࠦ࡯ឭଏ
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